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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月27日(2009.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一基板上に、メモリ部と、周辺回路部とを有し、
　前記メモリ部は、ビット線を構成する第１の導電層と、有機化合物を含む層と、ワード
線を構成する第２の導電層との積層構造を有する記憶素子を複数有し、
　前記周辺回路部は、前記有機化合物を含む層と同じ材料を誘電体とする容量素子を有し
ていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　同一基板上に、メモリ部と、周辺回路部とを有し、
　前記メモリ部は、ビット線を構成する第１の導電層と、有機化合物を含む層と、ワード
線を構成する第２の導電層との積層構造を有する記憶素子を複数有し、
　前記周辺回路部は、前記有機化合物を含む層と同じ材料を誘電体とする容量素子と、ト
ランジスタと、配線とを有し、
　前記容量素子は、前記トランジスタまたは前記配線の上方に形成されていることを特徴
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とする半導体装置。
【請求項３】
　同一基板上に、メモリ部と、周辺回路部とを有し、
　前記メモリ部は、トランジスタと記憶素子と有するメモリセルを複数有し、
　前記記憶素子は、前記トランジスタのソースまたはドレインと電気的に接続された第１
の導電層と、有機化合物を含む層と、第２の導電層の積層構造を有し、
　前記周辺回路部は、前記有機化合物を含む層と同じ材料を誘電体とする容量素子を有し
ていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　同一基板上に、メモリ部と、周辺回路部とを有し、
　前記メモリ部は、第１のトランジスタと記憶素子と有するメモリセルを複数有し、
　前記記憶素子は、前記第１のトランジスタのソースまたはドレインと電気的に接続され
た第１の導電層と、有機化合物を含む層と、第２の導電層との積層構造を有し、
　前記周辺回路部は、前記有機化合物を含む層と同じ材料を誘電体とする容量素子と、第
２のトランジスタと、配線とを有し、
　前記容量素子は、前記第２のトランジスタまたは前記配線の上方に形成されていること
を特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記第１の導電層と前記第２の導電層との間に電圧を印加することで、前記第１の導電
層と前記第２の導電層とが短絡することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記周辺回路部は、共振回路、電源回路、昇圧回路、ＤＡコンバータ、または保護回路
を有することを特徴とする半導体装置。
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